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１．概要（Summary） 

近年盛んに研究開発が進んでいるジャイロスコープ,共

振デバイスなどは高真空にデバイスをパッケージすること

でエアーダンピングを抑制し，高い Q値性能が得られる。

高真空 1 Pa 以下の封止をゲッタリング材無しでウェハレ

ベルにて行える技術としてエピシール技術がある。本研

究はエピシール技術に代わる新技術を開発することが目

標である。CAP に開けたサブミクロンの貫通孔をシリコン

の自発表面流動によって閉塞封止するシリコンマイグレ

ーションシール（SMS）の研究開発を行っている。真空封

止後の内部圧力制御性,封止内部の洗浄性,製造工程の

経済性などで優位な新技術を実証する。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

i 線露光装置，有機ドラフトチャンバー，自動塗布現像

装置 

【実験方法】 

Mask 名 i12 venthole3_0.5， 露光条件 460 msec 

+ 0.2 µm，現像条件 90 sec。現像後顕微鏡にてパター

ンの確認を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 露光現像後，DRIE シリコンエッチングを行った後の断

面走査型電子顕微鏡（Scanning Electron Microscope, 

SEM）像を Fig. 1 に示す。開口部レジスト寸法(ADI)は

0.53 µmとなり，開口部シリコン寸法（AEI）は 0.60 µmと

なった。 

 流行なレジスト形状に 2 段階 DRIE の条件を組み合わ

せることで開口部のプロセス変換差を 0.07 µm と小さく

抑えることが可能になった。開口が小さく，高いアスペクト

比が得られるこの形状は SMS の低温化，短時間化が可

能となる。 

 

Fig. 1：SEM image after DRIE. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 
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６．関連特許（Patent） 
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